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１．概要（Summary） 

再成長エピタキシャルソースと高移動度 InGaAs チャネ

ルを有する MOSFET の研究を行ってきたことを踏まえ、

ナノシート構造チャネルを持つデバイスの研究を行ってい

る。特性改善の目安としてのゲート制御性を向上するため

には、チャネル部周囲をゲート金属によって覆うという

GAA (Gate-All- Around)方式を採用する必要がある。そ

のため、立体構造への均一な成膜が可能な原子層堆積

(ALD)法による TiN の成膜を国立研究開発法人産業技

術総合研究所ナノプロセシング施設(NPF)の支援により

試みた。  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子層堆積装置[FlexAL] 

【実験方法】 

Fig. 1(a)の基板構造で Fig. 1(b)の GAA 型トランジ

スタ構造の作製を行うと同時に、split-CV 法による移

動度の解析のための Planer InGaAs MOSFET(Fig. 2)

の作製を行っている。 

Gate 金属として用いる TiN の ALD 成膜は、基板温

度を 300℃とし、Ti のプリカーサとして TDMAT を使用、

窒素プラズマ処理は H2/N2=7/21 sccm、リアクタ内圧力 

40 mTorr、RF出力 200 Wの条件下で行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 絶縁膜として Al2O3/HfO2 を用いたナノシート構造チャ

ネルを持つデバイスを、TiNのALD成膜後に SEMにて

確認した(Fig. 3)。チャージアップが見受けられないことか

ら、TiNが全面に成膜されていることがわかる。 

 GAA 方式のデバイス構造を確認できたので、引き続き

製作を進め、ナノシート構造MOSFETの解析を行う。 

  

Fig. 1 (a) Epitaxial structure. (b) schematic image of 

GAA transistor. 

 

Fig. 2 schematic image of Planer InGaAs MOSFET.  

 

Fig. 3 SEM image around channel 

(Left: Overall view, Right: Enlarged view). 
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